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یابي یک نمونه سلول خورشیدی پروسكایت سازی و مشخصه طراحي، شبیه 
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 چكیده 
توجه،  خواص الکترونیک نوری قابلهایی مانند  دلیل ویژگی به   یهای پروسکایتسلول های خورشیدی،  در بین انواع سلول 

توان تبدیل  اولیه لایه بالا،    (PCE)  بازدهی  مواد  ارزان  قیمت  آسان،  روی   و   نشانی  رشد  توجه    ،تربزرگ سطوح    قابلیت 

  از   هاآن  PCE  اند و مگیری داشته رشد چشاخیر    هایسال  های خورشیدی در اند. این سلول ه بسیاری را به خود جلب کرد

ها با یکدیگر آنها و تنظیم سطوح انرژی  بهبود کیفیت لایه   رسیده است.   %27  حدود، به  2009در سال    %8/3  حدود

موثرتر   کارایی  در  مهمی  سلول نقش  خورشیدیاین  می   های  تحقیق  .کنند ایفا  این  ظرفیت   با   ، در  از  های  استفاده 

باند خاصیت درجه ویژه  به   ،پروسکایت با جاذب    ،بندی شکاف  سازی  شبیه   3IySny-1MAPbابتدا یک سلول خورشیدی 

، (y)   بندیدرجه   جاذب و تنظیم دقیق عامل   خامت درونی ضسازی  ، بهینه برتربندی  درجه مدل    استخراج شده است. با  

PCE    3های  به جاذب  نسبت این ساختارMAPbI    3وMASnI  ، افزایش داده    %19/ 24به    % 41/15  و  % 11/ 59  از   ترتیببه

به  تجهیز شده است. همچنین،  پروسکایت،  یا  یا مرطوب   قابلیت دمش هوای خشک   با  ی منظور اصلاح سطحی لایه    و 

حالت گازی  سایر  شد   ،پروسکایتلایه  بازپخت    هنگامهای  ادامه،  .  ساخته  جاذب   لایه   با  خورشیدی   سلولدر 

3)0.88I0.12Br(Pb0.12FA0.80MA0.08Cs  (CsFAMA)   طی دو حالت مختلف  بازپخت  ساخته شده و با استفاده از تجهیز ،  

سطحی  ،  LPM  15با سرعت  دمش هوای خشک    طی   ،ابتدا  صورت گرفته است.  آن  لایه پروسکایت  روی   ی اصلاح سطح

پوشش  ترصاف سطحی   بهتر   با  نواقص  آمدهبه  CsFAMAلایه    در کمتر    و  کار،  دست  این  با  از    PCE  است.  سلول 

به میزان    ، به مسیر هوا در زمان بازپخت ذرات بخار آبدر تکمیل این فرآیند است.    یافتهافزایش    %31/15به    %13/56

ml/min  5/1  (ًتقریبا mol% 12  )  .علاوه بر بهبود  ها در زمان بازپخت،  عبور هوای مرطوب از روی نمونه اضافه شده است

باعث بازتولید مجدد پروسکایت، خلوص بیشتر و رشد یکنواخت لایه از    ها،دانه   تربزرگ   اندازه  بیشتر و  تراکم  ،بلورینگی

رشد در    % 12با    افزایش داده و  nm  610به    nm  550ضخامت لایه پروسکایت را از    . این فرآیند شده استبالا به پایین  

است  % 2/17به    را  PCE  ،جریانچگالی   پایانی،    .رسانده  بخش  تجربی  ابتدا  در  و  شبیه   CsFAMAسلول  شده  سازی 

و   ح انرژیو بندی با تنظیم سطاین درجه در بندی شده است.درجه  لایه انتقال حفره  شکاف باند آن در همسایگی ،سپس

به    % 17/ 86از    افزایش،  %8/21با    PCE  ،انتقال حفرهآفست بین ترازهای هدایت و ظرفیت دو لایه پروسکایت و    کنترل

   است. رسیده %21/76
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